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前言

　　教材分为上、下册。
上册是电工技术，内容包括直流电路、正弦电流电路、三相电路、非正弦周期电流电路、过渡过程、
变压器、电动机、继电器?接触器控制以及安全用电等。
下册是电子技术，内容包括半导体二极管及应用；三极管、三极管基本放大电路、反馈放大电路、功
率放大电路、稳压电源；集成运算放大电路；数字集成电子电路；晶闸管应用电路；电工、电子测量
等。
　　本教材在编写过程中除了注意到要满足基本要求外，还根据编者多年从事电工学教学工作的实践
并吸取我校有关专业老师的意见，对现有教材作了研究后，适当地增加了一些内容。
编者认为，这些内容在实用上或理论上将有助于使用这本教材的人士更好地理解课程的基本要求并为
进一步学习电工、电子技术打下基础。
与现有教材相比，本书增加的内容有：受控源，转移函数，波特图，含有两个电容元件的一阶R?C电
路过渡过程的分析等。
这些内容的引入将对有关的电子电路的学习带来便利。
此外，为适应“机、电一体化”发展方向的需要，本书适当增强了电动机的使用及大功率电子技术方
面的内容。
　　在电子技术部分，以主要的篇幅介绍线性及数字集成电子电路的原理及使用，并配合适当的应用
举例。
所有这些将使本书所适用的专业面更广，并能为有志于进一步学习电工、电子技术的人士打下良好的
基础。
　　本书在编写过程中得到宗孔德教授的指点和帮助，他详细地审阅了全部书稿，提出了许多宝贵意
见和建议。
这些意见和建议对于提高这本教材的质量起了很好的作用，编者在这里向宗孔德老师表示衷心的感谢
。
　　本书在编写过程中还得到清华大学电机工程系应用电子学及电工学教研组领导及许多同志的关心
和支持，在此谨向他们致以衷心的感谢。
　　限于本人的水平，本书中不妥和错误之处在所难免，望读者及同行老师们给予批评指正。
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内容概要

本书上、下册的第一版分别于1990年、1991年出版，1995年获第三届国家教委普通高等学校优秀二等
奖。
本书自出版至今已有八年，为适应现代电工学需要，对第一版作了修改，出版第二版。
    本书（第二版）根据原教委高教司1995年颁布的高等学校工科本科基础课程“电工技术（电工学I）
”、“电子技术（电工学II）”课程教学基本要求编写的，仍分为上、下两册。
上册是“电工技术”，内容有电路分析、交流铁心线圈与变压器、电动机、继电器-接触器控制和可编
程序控制器（PLC）等内容；下册是“电子技术”，内容有模拟电子、数字电子、电力电子等。
    本书凝聚了作者在清华大学多年从事电工学教学的丰富经验，寓教于学，文字叙述详细，概念阐述
清楚，便于自学。
在内容上强、弱电并重，除满足教学基本要求外还适当地增加了一些拓宽知识面的内容，适用的专业
面广，能满足现代电工学校的需要。
    本书（下册）可作为高等工科院校非电类专业本科生、专科生学习电子技术的教材或参考书，也可
作为非电类工程技术人员了解有关电子知识的参考书。
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章节摘录

　　就会出现一个空位，称为空穴。
出现一个空穴，表示原子少了一个电子，丢失电子的原子显正电，分析时可认为空穴是一个带正电的
粒子。
　　在本征半导体内，自由电子与空穴成对出现。
自由电子带负电，空穴带正电，二者电量相等，符号相反。
在半导体内，自由电子和空穴都是载运电荷的粒子，称它们为载流子。
故在半导体内，参与导电的粒子有两种，即自由电子和空穴。
　　半导体中的自由电子，在填补空穴后，可使失去电子的原子恢复电中性，这个过程称为复合。
　　2.掺杂半导体　　正常情况下，本征半导体内的载流子数目较少，为增强半导体的导电性，可用
掺杂的方法提高导电能力。
在硅（或锗）单晶内掺入五价元素或三价元素后，可使半导体的导电性能提高。
硅单晶注入五价的砷（或磷）元素后，砷原子取代某些硅原子的位置，并与其他硅原子结成共价键，
与硅原子形成共价键时只需要四个价电子，五价的砷原子外层的第五个价电子很容易成为自由电子，
如图10一1（a）所示。
砷原子失去一个外层电子后，成为固定在晶格上不能移动的正离子。
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